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Memoria descriptiva

pora solicitar PATEITE DE INVENCION en Espafia por 20 aiios

a nombre de .V, PHILIPS' GLOEITAIPENFABRIEKEN

entidad /decoacionalidad: holandesa

con domicilio en Emmasingel 29, Eindhoven, Holanda

por: "UN }METODO DE MANUFACTURAR UK MOSAICC DE UNIOMNES DIFUND_J;
DAS EN UN CUERPO SEMICONDUCTOR", (Clase Internacional HO11)
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La presente invencion se refiere a un metodo de
nenufacturar mosaiccs ¢e uniones difundidas en cuerpos se-

miconductores y 2 cuerpos semiconductores hechos por este

I 4
netodo.

4 > -
Ha de entenderse que el termino "mosaico", como

. ’ r
aqul se usa, significe un sistema de uniones que estan situa

das substancialmenie en vn plano en un cuerpo semiconductor,
que pueden servir como wn blanco sensible a la radiacion en
un tubo de eamera. Al irradiar dicho blanco, las uniones,-
que funecionan como foto-diodos, acumulan un modelo de car-—
ga sobre una superficie del cuerpo que sc extlende paralela
g dicho plano. |
Como es sabido. tales blancos han de satisfacer
los requisitos siguientes: las uniones debon de tener greas
superficiales minimas, para dichas uniones el factor espa-
cio del subsirato debe ser méximo, ¥y las cargas almacenadas
en una unién, que contienen la informacion porcial, no deben
fluir hacie fuera 2 wna union adyacente. Finalmente, la de
finicion ¥ la lentitud de la imagen dependen de la profun-
didad de las uniones, esg decir, del tiempo que requieren los
electrones para alcanzar las uniones pn. Por eso es necesa-
rio que las uniones estén situadas cerca de la superficie
irradiada del cuerpo semiconductor,
La presente invencion satisface estos requisitoes.
De acuerdo con la invencién, un método de menufac-
‘turar vn mosaico de uniones difundidas en un cuerpo semicog
ductor, en el cual una difusion de un elemento activador
que da lugar a un tipo de conductividad determinada se rea~
liza en un cuerpo semiconductor monocristalino del tipo de

conductividad opuesto, se caracteriza porque se forma una

- 942042
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zona superficial difundida, cuyo espesor esba limitado a

r . .
como maximo 150 & y por el cual se producen unioncs difun-

didas que se confunden lateralmente entre si.

Preferiblemente el espesor dc la zona superficial
esta limitado a aproximademente 100 i . Se obtienen resul-
tados muy buenos con un espesor de cComo maximo diez veces
la constante reticular del reticulo cristalino del cuerpo
geniconductor.

4 3 » 1]
La formacion de uniones difundidas en un cuerpo

) ’
serniconductor demende de una pluralidad de parameirog, ta-

les como la constante de difusion y la concentracion super
ficial del clemento achivador, la concentracién de impure-
zas en el sustrato, el tiempo de difusion y la temperatura,
Tl método de acuerdo con la invencion se realiza
por un procedimiento conocido para difundir un elemento ac-
tivador desde el cstado de vapor, en el cral un flujo de gés
conduce el vapor que contiene el elemento activador sobre
el sustrato semiconductor a activar. Ia fuente de.difusion
del elemento activador y el sustrato se disponen Ce tal
modo que estén separados entre si por una cierta distancia
en el espacio de reaceidn de un horno en la forma de un tu-
bo largo, calentandose la fuente de difusion a wna tempera~
tura a la cual el elemento activador se vaporiza y siendo
calentado el sustrato hasgta una temperatura que es apropia
da para la difusién; cualquier punto frio entre la Luente
de difusion y el sustrato se evila con objeto de prevenir
la condensacion del clemento activador. Z1 sustrato puede,
por ejemplo, ser una rodaja monocristalina de silicio del
tipo n que tenga wna resistividad de 2 a 3 olm cme Su espe-

sor es 2 mm., Se coloca en el horno y se calientsa hasta una

362042
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temperatura de aproximacdemente 4002C. La fuente de difusion
que coniiene oxido de boro, que se coloca tembién en el
horno, e callenta a una temperatura desde 6002C a 900¢C,
Z1 horno comprende un tubo de cuarzo. Un flujo de gas, por
ejemplo hidrégeno 0 nitrégeno, Tluye a través del tubo a

un caudal de 1,5 litros/minuto. Visto en la direccion del

4
flujo de gas el sustrato se dispone detras de la fuente de

difusidn. Le difusion se realiza durante 2 a 5 minutos,
dando una capa difundida c¢e profundidad limitada. Unz ca-
pa de 100 R ae espesor pronorciona buenos resultados. 51
es necesgario, el espesor de la capa difundicda puede redu-
cirse por ataque quimico.

La resistencia de la ecapa rosultante en la di-

. ’ 0 2
reccion transversal es tal que no es necesario separar las

uniones por medio de gargantas.

Bsta solicitud que corresponde a la presentada
en Francia, el 21 de Junio de 1.%66, bajo el ntnero 66,305
se mcoge a los beneficios del Articulo 51 del vigente Bs-

tatuto sobre Propiedad Industrial.

N O

3
o

3 ’ 3
Los puntos de invencion propia y nueva que se

presenten para que sean objeto de esta solicitud de Paten

te de Invencion en Espafia, por VEINTE afios, son los si-

guientes:
’
1.~ Un metodo de manufacturar un moseico de unio

nes difundidas en un cuerpo semiconductor, en el cual la dai

fusion de un elemento activador q3 t 21{6 4 ‘2 tipo de

-l -
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conductividad deterninado se realiza en un cuerpo semi-
Eonductor monocristalino cel tipo de conductividad opues—~
%o, caracterizado porgue se dispone wna zZone superficial
ﬁifundida, cuyo espesor se limita a como maxino 150 ﬁ,
formandose uniones difundidas que se confunden lateralmen-‘
te entre si.

2.~ Un metodo segﬁn la reivindicacion 1, carac-
terizado porque el espesor de la Zona suporficial se limi~
ta a como méximo 100 £ o

3u= Un método segﬁn las reivindicaeiones 1 0 2,
caracterizado porque el espesor de la zona superficial se
limita a un valor de, cono méximo, diez veces la constan~
te reticular del rcticulado cristalino del cuerpo semicon
ductor,

4.~ Un método de manufacturar ur mosaico de unigi
nes difundidas en un cucrpo seniconductor.

Tal y como se ha Geserito en la liemoria que an-—
tecede y para los fines que se han especificado.

Ista Hemoria consta de cineo hojas escritas a

r
maquina nor una sola card.

O AG0. 1968
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